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���!�ÒI�¨�(QBD) ���U�X��v��Ç$FNG�N×�È��FNG�N

3�。�U$�� GOI/Vramp �fÉ，��¢�)(u ²��fÉ�j!。

o_ 6 +l，{'} SiC � Si FNG��:���®$'�(u�X6Å。(u QBD

�X($FNG��×�È�)�%w�ÇK'，%�6;�v�×�，���{'} SiC
�(u�X� Si � 50 Ø。

� 6.IJK��LM��NOPQ� 5 mA / cm2 �，SiC NMOS ST、1200 V
 40 m� SiC MOSFET 	 Si MOSFET ��
 QBD U$�

SiC NMOS �Ù

:0�12�，�1% SiC MOSFET �H|}�ÒI�¨ (QBD) �Ê�m$��� (2.7 mm
x 2.7 mm) NMOS �Ù�@�Ç，�!�q7�H�FNG��3�。

(¦v�ª´Q，�:Dlª�ÚÀ±�ÛË。
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: T = 175°C �，� FN ) TAT �ÑÞS0: ~9.2 MC/cm。

FN >�
Φ = 1.7eV

FN >� 

Φ = 2.0eV
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FNG���(u�X�1�3N�·���(TDDB)EW�@!�。:�;�FNTM�L
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FNEW（�@,）��GÔ�½ (Vth) ���@���9Z，o_ 10 +l。

� 10.  L&45 SiC MOSFET -qrs BTI 
d!/U$/*tu.vw�

(b) SÃnå(a) EWnå

SÃ�©�

ëìEW�©�

ëì

� �

:�PBTI J，“¹:”Vth 4��)����½�(¶���³�)，Ü:�NBTI J，�

“ ¹ : ” V t h 4 � � ) � � � � ½ ( ¶ � � � S Ã �   ì ³ � ) 。 P B T I
y	�'*%�íé �，Ü NBTI î�, �íé。

3���IDVGKu$%È4ï��� �。2:ð}��E���(100 kHz，`�Þ�5 )�

10í)，�� BTI  �4ñ*�¡0，	�XM�µ:�E��î。

���¦1�F~�^íªVa，��ïð�*J�L�Va，>?�L。
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� 11. VG = +10 V 
 PBTI xy	/z{|xy，Vth }~��y	K[
�^�_

� [s]� [s]

´' = íé´' = EW

L� [K]

� 12.  Vg = −10 V 
 NBTI xy	/z{|xy，Vth }~��y	K[
�^�_

� [s]

´' = íé´' = EW

L� [K]

� [s]

y�³;o�：

•5|Y³�SÃ��(CET)�_�(Vth���¶³���¨�ñ， ²:X�� �)。_�11�Ö

l�: 10 V PBTI EWÌ��，Vth :EWJ�Q�íéJ���，_ 12 ê� -10

V NBTI EW�

•5Vth ���Úx��x9Z(�� BTI  ���E�，ò� BTI  ���*J(u�
�)

•5|Y��Z}（(j!�}、X����)，o_ 13 +l

•5B��/E�HA��®。

� 13.  I NBTI 	 PBTI (�L Comphy YZ) �/���� 
Vth }~，0�
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e�

�L UF-BTI ~�ÒÓ�: ISPSD2022 �SK�[4]。
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S i C M O S F E T ��� �NEEW�ñ�óN��#�Ã���9©�，

��¶d5TM�x���NE��xòS�。�U��	�)#pô�d5�½����

¾æV�óô©�。_�14�Í��Ô��2n，Ü_ 15 êÖl�õõ��J�d5½D VF

��x ID。

1. SiC MOSFET �F�BKu：VTH、IDSS、RDSon、

VF � BVDS

� 14. 3P��U��u

2. �1��NE��x3�，VGS = −5 V

3. SiC MOSFET ±EWQKu

4. RDSon_DRIFT = 0% � ≥ 2% ÊH��ÃS¶

� 15.I 250, 300 	 350 A $ VGS = −5 V
�
�4SaU$xy，U�
�2P���M�5� VF 	Sa ID

� (s)

�
x

 (
A

)

�
½

 (
V

)

350A �� Vf

300A �� Vf

250A �� Vf

���!���U��[�——�I: ECSCRM2021 [2] �SK��#~�ÒÓ,
%�SiC MOSFET ö}���BPD �@÷5ÝÃ，�95��NEEWQ��RDSon��$��

��BPDF���6��。RDSon��VF���E����BPD�F��©�Ü'Ö©�。WÜ，

d�!�N���x@��(J > 1600 A/cm2) öXÆ÷)È�BPD ��MOSFET �Öø���

(_�16)。
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� 16. 1700 V 25 m� SiC MOSFET -
 RDSon 	 VF }~� BPD
^$67Sa
�_。�2P�d!# 100 89 50 �
��4

R
D

S
O

N
 �
�

 (
%

)
V

F
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�

 (
%

)

25%��5%

1.5 IQR Vab

�0S

{ÐÔ

Ó¨Ô

25%��5%

1.5IQR Vab

�0S

{ÐÔ

Ó¨Ô

�½Oª：1700 V

�1 100 G'õõQOM��|Y。

:"'N'�e�»;�：

•5�@r¢，%q'0�Dl�@ë'�=D'0K (BPD) ÌÍ

•5���øä��¼ùõN，4�� BPD ùúNK�S�

•5�Q，%���x@��./gê�@�09，4�t�:q'�MOSFET��qëh�û<b

。

¶�úwàû��&'&�，��=�，��� SiC MOSFET $�:�Ø 1200 V
��±��NE��IE�ÆÇ。
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UVÌ������$è,H�	6������。����:b,�S���ü���U

VEW~��(Ê(�	�)。�'/��-�'�LUVFNEW���lL。

��Ç�Ê(��(Lo&'7¤，q7¤�80 �) �UVEW��，r�d:�S�(b,�S
�m$.P,E¤w��S)6EBZ$%。

�LUVFNEW：:�T = 25°C、VDS = 0 VÌ��，!�:�−8 V��20 V �¯Þ、ñ 

�� 50% �FNLU�，�e¡V�È1õ� VGS EW [3]。

� 17.���
�L 1200 V 80 m� SiC MOSFET 	;<=9���
 

1200 V SiC MOSFET ��
 Vth }~	�>� RDSon }~

�
V

T
H
 
�
�
 
(V

)
ý
�
�
 
R

D
S

O
N
 
�
�

��¤ 1

VGS EWsJ

VGS EWsJ

qno
NVHL080N120SC1A

��¤ 2
��¤ 3

��¤ 1

qno
NVHL080N120SC1A

��¤ 2
��¤ 3

:�;��MQ�¾EW��，�ü@¶�Vth��RDSon�M���2n。_�17Öl�

����¤��1200 V 80 m��SiC MOSFET �m�(&'��¤��1200 V SiC MOSFET �

H��Vth ���ý���RDSon���(��@'��¤��VGS = -8 V，��F~���+0

Ô)。
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8@�./$4、�9�0�:A、��A�、� �;��<B�=&/C6Òw，�

SiC �H�<0$�
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(R�H�-����SiC ��+�	�-.，�Ü������%��@Ku�9Z�$

4。

/��SK�RP|,����MI�@����F~��(ý�B�J~�MÓ，þN+�
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